О возможности создания керамических образцов с нелинейной вольт-амперной характеристикой системы Zn-Bi-O методом искрового плазменного спекания
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Оксид цинка (ZnO) – полупроводниковый материал, на основе которого изготавливают варисторы, ввиду нелинейности его вольт-амперной характеристики (ВАХ) [1]. Получение керамических образцов из нанопорошков является сложной задачей. В настоящее время к эффективным способам прессования порошкообразных материалов относятся следующие методы: горячее прессование, горячее изостатическое прессование, искровое плазменное спекание (ИПС). Основное преимущество ИПС – это быстродействие процесса консолидации порошков [2]. В работе рассматривается возможность спекания порошкообразных материалов системы Zn-Bi-O, полученных методом плазмодинамического синтеза (ПДС) [2,3] и в коммерческих условиях.
Спекание образца методом ИПС производилось в вакууме в графитовой пресс-форме под давлением 60 МПа и при температуре спекания T = 1200 ℃. На рисунке а) приведены снимки сканирующей электронной микроскопии сколов круговых поверхностей образцов, полученных из коммерческих порошков (I) и продуктов ПДС (II). Сравнение микроструктуры материалов показывает, что использование порошков ПДС позволило получить более однородную микроструктуру. На рисунке б) представлены ВАХ образцов I и II. Стоит отметить, что коммерческий образец обладает худшими электрическими характеристиками – меньшими значениями коэффициента нелинейности и пробивного напряжения за счет уменьшения размера зерна в керамике, полученной из материала ПДС (II). В работе показана возможность получения нанокомпозитных материалов ZnO-Bi2O3. Применение такого композита положительно сказывается на структуре и электрических свойствах объемного материала.
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